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UV/O2 가스상 세정을 이용한 실리콘 웨이퍼상의 PEG  반응기구의 관찰 
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자외광 조사를 이용한 가스상공정을 이용한 실리콘 웨이퍼 상의 PEG 세정실험을 실시하였으며, 주

요 변수인 기판온도, UV 조사 및 반응가스의 영향 등이 조사되었다.  

가스상 세정공정에서 기판 온도가 PEG의 유리전이온도보다 높아짐에 따라 세정 속도가 크게 증가함

이 관찰되었다. 기판온도가 유리전이 온도보다 높아짐에 따라 유기막의 유동성이 증가하고, 내부에

너지를 최소화하기 위하여 표면에 주름이 형성되며, 이러한 주름은 표면을 통한 물질전달의 촉진하

여 라디칼의 재결합 억제와 산화반응의 촉진 및 반응 부산물의 배출 등에서 매우 중요한 역할을 하여 

세정 속도를 크게 증가시키는 것으로 나타났다.  

자외광 조사의 역할은 기상에서는 산소의 자외광 여기에 의한 반응활성종의 생성이며, PEG 박막에

서는 주쇄 중의 -C-C- 및 –C-O- 의 광분해, 불균질 반응에 의한 알데하이드기의 생성과 생성된 저
분자 유기물의 분해제거 등이다.   

산소의 역할은 활성 고분자와의 산화반응에 의한 과산화 라디칼의 형성, 불균화반응을 통한 과산화

물의 생성과 연쇄반응의 종결 등이다.  


